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M. CHYLINSKA, A. KRYGIEL: Sposcob wyznaczania rezystywnosci materialow stykowych na prob-
kach w ksztafcie krazk ow

Przedstawiono nieniszczacag metode wyznaczania rezystywnosci materiatow stykowych, ktcra
umozliwia dokonanie pomiaru bezposrednio na gotowej naktadce stykowe;j.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Ukfad polaryskopu optycznego do badarinaprezeiw materiatach
potprzewodnikowych

Opisano uktad polaryskopu liniowego stuzacego do badan naprezen w materiatach pétprzewodni-
kowych, ktérych prog transmis ji optycznej lezy w zakresie ponizej 2 um. Uktad umozliwia badanie
probek o srednicach do 125 mm. Do obserwacji obrazow naprezen w materiatach zastosowano tor
telewizyjny sktadajacy sie zmonitoraorazkamerytelewizyjnej, wyposazonej w widikon z warstwa
swiattoczutg PbS. Do wyznaczania wielkosci naprezen zaadoptowano metode fotometryczng.
Mierzone wielkosci naprezen sa usredniane z powierzchni o srednicy zaledwie 0,5 mm.

W. KOT, M. LICHOWSKI: Pomiar koncentracji nosnikéw wigkszosciowych w warstwach epitaks-
Jalnych zwiazkow A BY metoda napiecia przebicia

W pracy zaprezentowano szybka i nieniszczaca metode pomiaru koncentracji elektronow w wars-
twach epitaksjalnych zwigzkow potprzewodnikowych typu A" BY. Opisano uktad pomiarowy
oraz procedure jego kalibracji. Przedstawiono wyniki eksperymentalne dla warstw epitaksjalnych
GaAsP o koncentracjach w zakresie 1-10'® = 1-10"® cm~2 oraz dla warstw GaP o koncentracjach
elektronéw w zakresie 1-10'° = 1:10"7 cm™2,

K.NOWYSZ, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, B. SURMA, R. JABLONSKI, P. KAMINSKI: E/ektry-
cznie czynne defekty w krzemie domieszkowanym fosforem poprzez neutronowa transmutacje
krzem-fosfor

W pracy przedstawiono wyniki badan elektrycznie czynnych defektow, powstajacych wskutek na-
promieniowania monokrysztatow krzemu neutronami termicznymi w celu wprowadzenia fosforu
droga przemiany jagdrowej krzem-fosfor. Mimo ztozonych zagadnien fizycznych ustalono zalez-
nos¢ pomigdzy wystepowaniem elektrycznie czynnych defektow a takimi czynnikami technologi-
cznymi jak: jakos¢ strumienia neutronow, rodzaj obrébek termicznych oraz zawartos¢ wegla
i tlenu w krzemie wyjsciowym. Badania przeprowadzono metodami: absorpcji w podczerwieni,
elektronowego rezonansu paramagnetycznego, niestacjonarnej spektroskopii pojemnosciowej,
pomiaréw rezystywnosci. Okreslono zmiany rezystywnosci napromieniowanego krzemu w zalez-
nosci od temperatury izochronicznego wygrzewania. W podsumowaniu podano kierunki dalszych
prac, niezbednych dla polepszenia jakosci radiacyjnie domieszkowanego krzemu.

W. KOT, M. LICHOWSKI, S. STRZELECKA: Okreslanie stopnia kompensacji Si:P na podstawie
temperaturowej zaleznosci koncentracji elektronow

Przedstawiono metode okreslania stopnia kompensacji w krzemie typu n na podstawie analizy
zmian koncentracji elektronow w zakresie temperatur 20 + 40 K. Przedstawiono wyniki pomiarow
dla monokrysztatow otrzymanych réznymi metodami.
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M. CHYLINSKA, A. KRYGIEL: Procedure of resistivity assigning of contact materials on samples in
form of circular plates

The non-destructive procedure of resistivity assigning of contact materials is presented. It makes
possible to carry out measurements directly on ready contact plates.

G. ADAMKIEWICZ, A. BAJOR: Plane polariscope for photoelastic measurement of semicon-
ductors

A plane polariscope was constructed for photoelastic analysis of semiconductor materials trans-
mitting in the spectral region upto 2 um. The instrument permits specimens upto 125 mmdiam to
be studied. A TV-camera supplied with PbS-vidicon and a TV-monitor are used to observe the
stress patterns produced by frozen-in stresses of specimens. An intensity method has been ap-
plied to measure retardance across a specimen section as small as 0,5 mm diam.

W.KOT, M. LICHOWSKI: Measurement of the carrier concentration in epitaxial layers of lll-V com-
pounds by the breakdown voltage method

A quick and nondestructive method of measurement of the carrier concentration in epitaxial
layers of IlI-V semiconductor compounds has been presented. The measuring apparatus and its
calibration procedure has been described. The experimental results for GaAsP and GaP epitaxial
layers with the carrier concentration intherange 1-10'® + 1-10"®cm~%and 1-10'® = 1- 10" em~3,
respectively, has been presented.

K. NOWYSZ, A. BUKOWSKI, S. STRZELECKA, B. SURMA, R. JABLONSKI, P. KAMINSKI: E/ectri-
cally active defects in silicon doped by neutron transmutation: silicon-phosphorus

The investigations of electrically active defects induced during thermal neutron irradiation of sili-
con single crystals have been performed. With all the complicated physical problems, the influ-
ence of the technological parameters (thermal neutrons beam quality, annealing conditicns, con-
centration of oxygen and carbon impurities in started silicon) on the occurrence of electrically ac-
tive defects has been established. The investigations have been performed by the following met-
hods: IR absorption, EPR,DLTS, resistivity measurements. The influence of the isochronic annea-
ling temperature on irradiated silicon resistivity has been established. In conclusion, the sugges-
tions for further development of NTD-Si technology have been proposed.

W. KOT, M. LICHOWSKI, S. STRZELECKA: Compensation ratio determination for Si:P based on
electron concentration temperature dependence

The method for the compensation ratio determination based on the analysis of the electron con-
centration change in the temperature range 20 - 40 K has been presented. The experimental re-
sults for the monocrystalline Si grown by different methods (CZ, FZ, NTD) has been presented.
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M. XbITMHLCKA, A. KPbIFTENb: Cnoco6 onpedeneHus yoensHo20 cOnpoOmMuU8neHUA KOHmMaxm-
HbIX MaQMepuanoe Ha 06pazyax kpyenol gopmel

OnwucaH Hepaspywatowmit cnocob onpeaeneHna yAensHOro ConpoTUBNEHUA KOHTaKTHbIX MaTe-
puanoB, KOTOPbIn AaeT BO3MOXHOCTb NMPOBEAEHUA U3MEPEHUN HEMOCPEACTBEHHO Ha roTOBbIX
KOHTaKTHbIX Haknagakax.

. ADAMKUEBWY, A. BAWOP: Yemaroeka onmuyecko2o nonapuckona 018 uccieoo8aHull Ha-
npAXeHuU 8 noJslynpo8OOHUKOBLIX MAMepPUQanax

B paboTe onucaHa yctaHoBka NONApuckona ANA NccneaoBaHnii BHYTPEHHUX HanpaXeHun B no-
NynpoBOAHUKOBbLIX MaTepuanax npospayHbix B 06nactu cnektpa Ao 2 MkM. MHCTpyMeHT obecne-
ymBaeT uccnegosaHue o6pasuos AvameTpom Ao 125 mm. Pernctpaumna o6pazoB HanpaXeHUn
NPOUCXOAUT YePes TENEBU3NOHHBINA TOP C MOMOLLbIO BUAUKOHA ¢ nnexnkoi PbS .[ina onpeaenenna
BENIMYMHBI HanNpAXEeHUn ucnoneayerca cdoTomeTpuyeckuin metoa. MamepeHua BennyuHbl Ha-
fPAXEHU NoABEpraloTcA ycpeaHeHuio no obnactu anametpom ot 0,5 mm.

B. KOT, M. INXOBCKW: Uszmeperue koHueHmMpayuu ocHo8Hbix Hocumenel 3apAda 8 anuma-
KCUQIIbHbIX C/10AX coeduHeHuld AlllBVno memoody HanpaxeHua npoboa

B paboTe npeacTasneH CKOpbii U HEAECTPYKTUBHbIA METOA M3MEPEHWUA KOHUEHTPaUUn anekTpo-
HOB B 9NWUTaKCUanbHbIX CAOAX NOMNYNPOBOAHWKOBbIX coeanHeHui Tuna AlilBv. Onucana nsmepu-
TenbHaA ycTaHOBKa U npoueaypa eé kannbposku. lNokasaHbl aKCNEPUMEHTanNbHbIe pesynbTaTbl
ANA 3nuTakcuanbHbix cnoés GaAsP u GaP B AMana3oHe KOHUeHTpaumii anektpoHos 10" + 10'®
cm™ 31 10" = 10" cm~3, cooTBeTcTBEHHO.

K. HOBbILW, A. BYKOBCKW, C. CTXXENEUKA, B, CYPMA, P. ABJTOHbCKW, N. KAMUHbCKW: 3r7e-
KMPUYecKku aKkmueHsle 0egekmsl 8 KPpemMHUU J1eeupo8arHHom ghocgopom e pesyribmame Hel-
MPOHHOU MPpaHCcMymayuu KpemHul-ghocghop

MpeactaBneHbl pesynbTaTbl UCCNEAOBAHUIA 3MEKTPUYECKN aKTUBHBIX AedeKTOB, BO3HMKAWNX
npu obnyyeHMn MOHOKPUCTANNOB KPEMHUA TENMOBbIMWM HEWTPOHaMK ANs BBeaeHuA cdocdgopa
B peaynbTraTe AAEpHON peakuun kpemHuii-cbocdop. Mpu Becex cnoxHbix GrU3nyecknx ABNEHUAX
HanaeHa 3aBUCUMOCTb MEXAY HanU4Ynem aNeKTPUYECKN aKTUBHbIX AePeKTOB U TaKUMMN TEXHONO-
rnyeckumu hakTopamm, Kak: KayecTBo NOTOKa TEMNOBbIX HEWTPOHOB, YCNOBUA TEPMUYECKOW 06-
paboTku, coaepxxaHue yrnepoaa v Kucnopoaas MCXoAHOM kpemHnu. MccnenosaHua npoeeaeHsi
MeToAamMu: MHPPaKPacHOro NOrnoWeHUs, 3NeKTPOHHOro NapaMarHMTHOro pe3oHaHca, HecTa-
UMOHapPHOK eMKOCTHOM cnekTpockonuu. OnpeaenerHbl N3MEHEHWA YAENbHOI0 CONPOTUBNEHUA
06ny4YeHHOro KpeMHUA B 3aBUCUMOCTH OT TeMNepaTy pbl K3BOXPOHHOTrO Oomkura. B zaknoueHun
noAaHbl HanpaBneHuAa AanbHenwmnx paboT, HeobxoaAMMbIX ANA YCOBEPWEHCTBOBAHUA KavecTsa
paAnaumoHHO-NerMpoBaHHOIo KPeMHUA.

B.KOT, M. IMXOBCKW, C. CTXXENEUKA: Onpedenernue cmeneHu komnetcayuu Si:P no memne-
pamypHoU 3a8UcUMOCMU KOHUEHMPayuu 371€KMpPOHO8

B paboTte npeactasneH metoa onpeaeneHuAa CTeNeHn KOMNEeHcaumm AnNA KPEMHUA N-TUNa no aHa-
NN3Y M3MEHEHN I KOHLEHTPauum a1eKTPOHOB B Ananasoxe temneparty p 20 + 40 K. MokazaHbi pe-
3ynbTaThl UBMEPEHUIA ANA MOHOKPUCTANNOB, NONYYEeHHbIX Pa3fNMYHbIMU METoAaMU.
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